ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПОРОГ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕКОВ БЫСТРЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В SiC
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[bookmark: _Hlk159416579][bookmark: _Hlk159418869][bookmark: _Hlk159418338]Изучено влияние температуры облучения на формирование треков быстрых тяжелых ионов в радиационно-стойком при комнатных температурах SiC. Расчёты (код TREKIS /1/) для Bi 710 МэВ были проведены в интервале от 1800 К до 2200 К. Обнаружен температурный порог образования структурно-изменённых треков  1800 К (Рис.1). Результаты работы показывают необходимость введения температурного критерия стойкости материалов к облучению тяжёлыми ионами, тормозящимися в режиме электронных потерь энергии.
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Рис.1 (а) Распределение плотности SiC через 300 пс после облучения ионом Bi 710 МэВ при 1800 К, 1900 К, 2000 К и 2200 К; (б) зависимость диаметра трека от температуры облучения.
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